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(57)【要約】
【課題】　長寿命で高効率の有機ＥＬ表示装置を提供す
る。
【解決手段】　アノード電極（３ａ，３ｂ，３ｃ）が配
列して形成された基板（２）と、前記アノード電極上の
発光領域を画定するバンク（４）と、前記発光領域に形
成された有機発光層（５ａ，５ｂ，５ｃ）と、前記バン
クおよび前記発光層の上に形成されたカソード電極（６
）と、前記カソード電極を介して前記バンクの上に選択
的に形成された乾燥剤層（８）とを具備することを特徴
とする。
【選択図】　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アノード電極が配列して形成された基板と、
　前記アノード電極上の発光領域を画定するバンクと、
　前記発光領域に形成された有機発光層と、
　前記バンクおよび前記発光層の上に形成されたカソード電極と、
　前記カソード電極を介して前記バンクの上に選択的に形成された乾燥剤層と
を具備することを特徴とする有機ＥＬ表示装置。
【請求項２】
　前記アノード電極と前記発光層との間に正孔注入輸送層をさらに有し、
　前記発光層と前記カソード電極との間に電子注入輸送層をさらに具備することを特徴と
する請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項３】
　前記乾燥剤層は、アルカリ金属、アルカリ土類金属単体、およびそれらを含む合金から
なる群から選択される少なくとも１種を含むことを特徴とする請求項１または２に記載の
有機ＥＬ表示装置。
【請求項４】
　前記乾燥剤層は、リチウム、ナトリウム、マグネシウム、カリウム、カルシウム、ルビ
ジウム、セシウム、ストロンチウム、およびバリウムからなる群から選択される少なくと
も１種の元素を含むことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の有機ＥＬ表
示装置。
【請求項５】
　前記乾燥剤層は、マグネシウムを含むことを特徴とする請求項４に記載の有機ＥＬ表示
装置。
【請求項６】
　前記乾燥剤層は、前記元素を５０％以上含むことを特徴とする請求項４に記載の有機Ｅ
Ｌ表示装置。
【請求項７】
　前記乾燥剤層は、１μｍ以上の厚さを有することを特徴とする請求項１乃至６のいずれ
か１項に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項８】
　前記乾燥剤層は、１００μｍ以下の厚さを有することを特徴とする請求項１乃至７のい
ずれか１項に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項９】
　前記カソード電極と前記乾燥剤層との間に酸窒化珪素膜をさらに具備することを特徴と
する請求項１乃至８のいずれか１項に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項１０】
　基板上に、パターン化されたアノード電極を形成する工程と、
　前記アノード電極上に発光領域を画定するバンクを形成する工程と、
　前記発光領域に有機発光層を形成する工程と、
　前記バンクおよび前記発光層の上にカソード電極を形成する工程と、
　前記発光層をマスクにより保護して、前記カソード電極が形成された前記バンクの上に
選択的に乾燥剤層を形成する工程と
を具備することを特徴とする有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記乾燥剤層は、アルカリ金属、アルカリ土類金属、およびそれらを含む合金からなる
群から選択される少なくとも１種を含むことを特徴とする請求項１０に記載の製造方法。
【請求項１２】
　前記乾燥剤層は、リチウム、ナトリウム、マグネシウム、カリウム、カルシウム、ルビ
ジウム、セシウム、ストロンチウム、およびバリウムからなる群から選択される少なくと
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も１種の元素を含むことを特徴とする請求項１０または１１に記載の製造方法。
【請求項１３】
　前記マスクは金属製であることを特徴とする請求項１０乃至１２のいずれか１項に記載
の製造方法。
【請求項１４】
　前記乾燥剤層は、蒸着法またはスパッタリング法により形成されることを特徴とする請
求項１０乃至１３のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項１５】
　前記乾燥剤層は、蒸着法により形成されることを特徴とする請求項１４に記載の製造方
法。
【請求項１６】
　前記蒸着法は、アルミナ、タングステン、モリブデン、ステンレス、または石英からな
る容器に乾燥剤層原料を収容し、加熱することにより行なわれることを特徴とする請求項
１５に記載の製造方法。
【請求項１７】
　前記乾燥剤原料は、５０℃以上４００℃以下の温度に加熱されることを特徴とする請求
項１６に記載の製造方法。
【請求項１８】
　前記乾燥剤原料の加熱は、１０-6Ｐａ以上１０-3Ｐａ以下の真空度で行なわれることを
特徴とする請求項１６または１７に記載の製造方法。
【請求項１９】
　前記乾燥剤原料は、０．０１ｎｍ／ｓ以上５０ｎｍ／ｓ以下の速度で蒸着されることを
特徴とする請求項１６乃至１８のいずれか１項に記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）現象を示す発光層を含む表示装置および
その製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）現象を利用した光源は、照明装置やディスプレイの
バックライト、あるいはディスプレイの発光画素などの発光デバイスへの広範囲な応用を
目的として、研究・開発が行なわれている。
【０００３】
　有機ＥＬ表示装置は、酸素や水によって発光特性が劣化する。表示装置内部を乾燥した
雰囲気に保つために、従来から種々の方法が提案されてきた。
【０００４】
　一つは、封止基板によって素子を覆い、その封止基板の内面に乾燥剤を配置する方法で
ある。外部から浸入する酸素や水を吸収するのに充分な量で乾燥剤を配置するために、基
板内面に充分なスペースを確保しなければならない。しかも、封止基板の一部に乾燥剤の
収納場所を設けるなど、封止基板作製のコストや時間も必要とされる。乾燥剤による凹凸
が発生し、場合によっては乾燥剤の剥がれが生じるおそれもある。こうした場合には、乾
燥剤が有機ＥＬ素子に直接接触して素子不良につながる。
【０００５】
　素子内部の基板内の発光領域の周囲に、乾燥剤層を配置する方法も提案されている（例
えば、特許文献１参照）。この場合には、発光領域以外の領域が増えることから、ディス
プレイとしては望ましくない。また、乾燥剤層が配置されている領域を通過した酸素およ
び水は、発光領域に到達してしまう。
【０００６】
　あるいは、乾燥剤を含む封止層をカソード電極の表面に形成する方法が提案されている
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（例えば、特許文献２参照）。カソード側から光を取り出す方式の有機ＥＬ表示装置の場
合、封止層に充分な量の乾燥剤を含有させると、封止層の光透過率は低下してしまう。そ
の結果、有機ＥＬ表示装置の光取り出し効率は低下し、発光効率の低下による消費電力の
上昇が問題となる。
【特許文献１】特開２００６－１１４４０５号公報
【特許文献２】特許第２７７６０４０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、長寿命で高効率の有機ＥＬ表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様にかかる有機ＥＬ表示装置は、アノード電極が配列して形成された基板
と、
　前記アノード電極上の発光領域を画定するバンクと、
　前記発光領域に形成された有機発光層と、
　前記バンクおよび前記発光層の上に形成されたカソード電極と、
　前記カソード電極を介して前記バンクの上に選択的に形成された乾燥剤層と
を具備することを特徴とする。
【０００９】
　本発明の一態様にかかる有機ＥＬ表示装置の製造方法は、基板上に、パターン化された
アノード電極を形成する工程と、
　前記アノード電極上に発光領域を画定するバンクを形成する工程と、
　前記発光領域に有機発光層を形成する工程と、
　前記バンクおよび前記発光層の上にカソード電極を形成する工程と、
　前記発光層をマスクにより保護して、前記カソード電極が形成された前記バンクの上に
選択的に乾燥剤層を形成する工程と
を具備することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、長寿命で高効率の有機ＥＬ表示装置が提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。
【００１２】
　図１は、本発明の一実施形態にかかる有機ＥＬ表示装置の断面図である。有機ＥＬ表示
装置１においては、基板２の上に、パターン化されたアノード電極３が設けられる。アノ
ード電極３は、第１のアノード電極３ａ、第２のアノード電極３ｂ、および第３のアノー
ド電極３ｃを含む。隣接するアノード電極を隔離してバンク４が設けられ、画素ごとに露
出した電極表面が規定される。
【００１３】
　第１のアノード電極３ａの上には、第１の発光層５ａが形成される。第２のアノード電
極３ｂの上には、第２の発光層５ｂが形成され、第３のアノード電極３ｃの上には、第３
の発光層５ｃが形成される。バンク４および発光層５の上には、カソード電極６が形成さ
れている。
【００１４】
　カソード電極６が形成されたバンク４の上には、選択的に乾燥剤層８が設けられる。こ
の乾燥剤層８は、アルカリ金属、アルカリ土類金属、およびそれらを含む合金からなる群
から選択される少なくとも１種を含む。具体的には、リチウム、ナトリウム、マグネシウ
ム、カリウム、カルシウム、ルビジウム、セシウム、ストロンチウム、およびバリウムか
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らなる群から選択される少なくとも１種の元素が、乾燥剤元素として乾燥剤層８に含有さ
れる。
【００１５】
　こうした構造は、封止部１１により基板２に接合された封止基板１２により覆われて、
有機ＥＬ表示装置１が構成される。
【００１６】
　本実施形態にかかる有機ＥＬ表示装置は、次のような方法で製造することができる。
【００１７】
　まず、図２に示すように、基板２上にアノード電極３ａ，３ｂ，３ｃを形成する。基板
２は、アノード電極および有機ＥＬ表示装置を形成する際の工程で十分な強度を有する任
意の材料により構成することができる。
【００１８】
　アノード電極３をスパッタリング法や蒸着法により形成する場合には、基板２は、２０
０℃を越える条件でも変形が生じない材質であることが望まれる。具体的には、ガラス、
石英、およびシリコンが挙げられる。
【００１９】
　ガラスや石英等の透明基板が用いられた場合には、発光した光を基板側から取り出すこ
とも可能である。一方、シリコン等の不透明な基板は、様々な添加物を用いて基板強度を
高めることができるといった利点を有する。
【００２０】
　アノード電極３の形成が常温で行なわれる場合、具体的には、転写や印刷法などによっ
て形成する場合には、プラスチック基板などを基板２として用いてもよい。プラスチック
としては、例えば、ポリエチレンテレフタレートやポリエーテルイミド、ポリエーテルエ
ーテルケトン、ポリエーテルサルホン、ポリエチレンナフタレート、ポリイミド、ポリフ
ェニレンサルファイド、ポリエチレン、およびポリカーボネートなどが挙げられる。
【００２１】
　アノード電極３としては、導電性の任意の材料を用いることができる。
【００２２】
　例えば、金属酸化物半導体としては、例えば遷移金属の酸化物およびペロブスカイトが
挙げられる。遷移金属としては、チタン、ジルコニウム、ハフニウム、ストロンチウム、
亜鉛、錫、インジウム、イットリウム、ランタン、バナジウム、ニオブ、タンタル、クロ
ム、モリブデン、およびタングステン等が挙げられる。ペロブスカイトとしては、例えば
ＳｒＴｉＯ3，ＣａＴｉＯ3，ＢａＴｉＯ3，ＭｇＴｉＯ3、およびＳｒＮｂ2Ｏ6などが挙げ
られる。あるいは、これらの複合酸化物または酸化物混合物やＧａＮ等を、金属酸化物半
導体として用いることができる。アルミニウムや銀等を用いて、アノード電極３を形成し
てもよい。
【００２３】
　いずれの材質により形成される場合も、アノード電極３の厚さは５０ｎｍ以上であるこ
とが望まれる。アノード電極３の厚さが５０ｎｍ未満と薄い場合には、電気の導電性が低
下するおそれがある。一方、アノード電極が厚すぎる場合には、電極形成に要する時間が
長くなり、製造工程の短縮が困難となる。アノード電極の厚さは、１０００ｎｍ以下であ
ることが望まれる。
【００２４】
　アノード電極３ａ，３ｂ，および３ｃが形成された基板２上には、図３に示すようにバ
ンク４を形成する。バンク４は、アノード電極３上の発光領域を規定するために形成され
る。アノード電極の上に発光層を形成する際にも、バンク４は効果を発揮する。例えば、
アノード電極の端部の段差が存在しないので、発光層に成膜不良が生じることは回避され
る。また、溶液で塗布して発光層を形成する場合には、この溶液が他のアノード電極上に
はみ出すのを防止する。
【００２５】
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　バンク４の材料としては、アクリル樹脂やポリイミドなどの絶縁性の高分子材料、ある
いはケイ素などの絶縁性の酸化物などを用いることができる。まず、こうした材料を含有
するベタ膜を、アノード電極が形成された基板の全面に形成する。ベタ膜の形成には、材
料に応じた手法を採用すればよい。例えば高分子材料の場合には、スピンコート法などの
手法を採用し、絶縁性の酸化物の場合には、スパッタリング法により成膜する。
【００２６】
　得られたベタ膜を、フォトグラフィ法などの手法にパターニングして、バンク４が得ら
れる。バンク４は、必ずしも基板の全面に形成される必要はなく、局所的に形成してもよ
い。
【００２７】
　アノード電極３ａ，３ｂおよび３ｃの上には、図４に示すように発光層５ａ、５ｂおよ
び５ｃを形成する。
【００２８】
　発光層５ａ，５ｂおよび５ｃには、赤色、緑色、あるいは青色の発光材料が含まれる。
具体的には、発光材料としては、ルブレン、オクタエチル白金ポルフィリン、ベンゾチエ
ニルピリジン－アセチルアセトン－イリジウム錯体、テリレン、ペリノン、ナイルレッド
、アルミノキノリン錯体や、ビス（ベンゾキノリナト）ベリリウム錯体、キナクリドン、
クマリン、アントラセン、ジフェニルテトラセン、２－ｔｅｒｔ－ブチル－９、１０－ジ
（ナフタレン－２－イル）、ペリレン、テトラフェニルアントラセン、テトラフェニルブ
タジエン、９，１０－ビス（フェニルエチニル）アントラセン、ポリ（パラフェニレンビ
ニレン）、ポリ（２－メトキシ，５－（２‘－エチルヘキソキシ）－１，４－フェニレン
ビニレン）、ポリ（３－アルキルチオフェン）、ポリ（９，９－ジアルキルフルオレン）
、ポリパラフェニレン、ポリカーボネート、およびポリナフチルビニレン等が挙げられる
。所望される発光色に応じて、発光材料は適宜選択すればよい。
【００２９】
　発光層５は、蒸着法やインクジェット法などにより、基板全面、あるいは一部のアノー
ド電極に形成することができる。発光層５の厚さは、キャリアの移動度や、光の透過率、
発光波長、および色純度等に応じて適宜決定することができる。発光層が薄すぎる場合に
は十分な発光を得ることができず、過剰に厚く形成されたところで、格別な効果が得られ
るわけでもない。発光層５は、０．０１～０．２μｍ程度の厚さで形成されていれば、何
等問題を伴なうことなく機能を発揮することができる。
【００３０】
　発光層５ａ，５ｂおよび５ｃの発光色は、同じでも異なっていてもよい。特に、発光層
５ａ，５ｂおよび５ｃを異なる発光色とした場合には、フルカラーの有機ＥＬ表示装置と
することができる。
【００３１】
　図５に示されるように、発光層５は、正孔の注入や輸送を行なう正孔注入輸送層９と電
子の注入や輸送を行なう電子注入輸送層１０とによって挟持されていてもよい。正孔注入
輸送層９および電子注入輸送層１０は、蒸着法によって成膜されることが望ましい。
【００３２】
　正孔注入輸送層９の材料としては、例えば、ポリエチレンジオキシチオフェンとポリス
チレンスルホン酸との複合材料；ポリピロール、ポリチオフェン、およびポリビニルカル
バゾールなどの高分子材料などを用いることができる。さらに、銅フタロシアニン、４，
４'，４”－トリス（３－メチル－フェニルフェニルアミノ）トリフェニルアミン、テト
ラシアノキノジメタン、ナフチルフェニルベンジジン、メチルフェニルフェニルベンジジ
ン、ナフタレンジフェニルビフェニルジアミン、チタニルフタロシアニン、トリフェニル
アミン、トリルアミン、ジフェニルアミノベンズアルデヒド、およびジエチルアミノフェ
ニルアミンといった化合物を用いて、正孔注入輸送層９を形成してもよい。
【００３３】
　正孔注入輸送層９は、通常、０．００１～０．１μｍ程度の厚さで形成される。
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【００３４】
　電子注入輸送層１０の材料としては、例えば、トリス（８－キノリノール）アルミニウ
ム、ベンゾチアゾール亜鉛、３，４，９，１０－ペリレンテトラカルボキシル－ビス－ベ
ンズイミダゾール、バソキュプロイン、ビフェニルフェニルオキサジアゾール、ビスアミ
ノフェニルオキサジアゾール、フッ化リチウム、バリウム、フッ化マグネシウム、フッ化
カルシウム、フッ化ストロンチウム、フッ化バリウム、酸化アルミニウム、リチウムキノ
リノール、およびバソフェナントロリン等が挙げられる。
【００３５】
　電子注入輸送層１０は、通常、０．０００１～０．０１μｍ程度の厚さで形成される。
【００３６】
　発光層５の上には、図６に示すようにカソード電極６を形成する。発光層５（場合によ
っては電子注入輸送層１０）に電子を注入するうえで、カソード電極６は、仕事関数の小
さい材料から構成されることが望まれる。具体的には、仕事関数は３．４ｅＶ以下である
ことが好ましい。使用し得る材料としては、例えば、リチウム、ナトリウム、カリウム、
ルビジウム、セシウム、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウム等のほか
、アルミニウム、銀、ガリウム、バナジウム 、チタン、ビスマス、すず、クロム、アン
チモン、銅、コバルト、金、および等が挙げられる。
【００３７】
　こうした材料を用いて、蒸着法によって０．０１～１μｍ程度の厚さでカソード電極６
を形成することができる。
【００３８】
　カソード電極６が形成されたバンク４上には、乾燥剤層８が選択的に設けられる。乾燥
剤層８の形成にあたっては、まず、図７に示すように、マスク７を配置して発光層５を保
護する。マスク７は、ステンレスなどの金属製マスクを用いることが望まれる。乾燥剤層
８は、例えば蒸着法、スパッタリング法、またはＥＢ蒸着法によってバンク４の上に成膜
することができる。バンク４の劣化を避けるためには、蒸着法が望ましい。
【００３９】
　蒸着の際には、乾燥剤層原料を容器に収容して真空中で加熱する。ここで生じる原料の
蒸気が所定の領域に付着することによって、乾燥剤層８が選択的に成膜される。上述した
とおり、乾燥剤層８の材料としては、リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セ
シウム、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、およびバリウム等、酸素や水と反
応しやすい材料が好ましい。したがって、乾燥剤層原料としては、例えば、金属マグネシ
ウムや金属カルシウム、および金属バリウム等を用いることができる。また、容器として
は、例えばアルミナ、タングステン、モリブデン、ステンレス、石英などからなるるつぼ
やボートが用いられる。乾燥剤層中には、上述した元素が少なくとも５０％以上の量で含
有されることが望まれる。
【００４０】
　容器の加熱温度は、収容される乾燥剤層原料によって異なるが、通常５０～４００℃程
度である。また、真空度は１０-6～１０-3Ｐａとすることができ、０１～５０ｎｍ／ｓ程
度の速度で乾燥剤層８の蒸着が行なわれる。
【００４１】
　こうして、図８に示されるように、カソード電極６が形成されたバンク４の上には、選
択的に乾燥剤層８が形成される。乾燥剤層８の厚さは、表示装置のサイズ、乾燥剤元素の
種類、乾燥剤層８の乾燥能力、外部からの酸素や水の浸入量、乾燥剤層８の形状安定性等
に応じて適宜選択することができる。乾燥剤層としての機能を発揮するためには、少なく
とも１μｍ以上の厚さを有することが望まれる。ただし、乾燥剤層８が過剰に厚い場合に
は、表示装置としての厚みが増すことや、応力の発生による剥がれといった不都合が生じ
るおそれがある。乾燥剤層８の厚さは、最大でも１００μｍ程度にとどめることが望まれ
る。
【００４２】
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　マスク７を除去して、図９に示すように、カソード電極６が設けられたバンク４の上に
選択的に乾燥剤層８が配置された構造が得られる。図示してはいないが、カソード電極６
と乾燥剤層８の間には、酸素や水の透過を抑制するための層を設けることができる。これ
らの層は、スパッタリング法などによって成膜される。酸素や水の透過を抑制するための
層の材料としては、例えば、酸窒化ケイ素などが挙げられる。
【００４３】
　次いで、エポキシ樹脂等の接着剤を基板２の周囲に配置して封止部１１を設け、封止基
板１２を設置する。接着剤を硬化させて、図１に示すような有機ＥＬ表示装置１が形成さ
れる。
【００４４】
　上述したように、本発明の実施形態においては、乾燥剤層が発光領域の近傍に配置され
ることから、酸素や水は発光領域に接近する手前で吸収される。乾燥剤層が形成されるの
は発光に関与しないバンクの上であるので、充分な量の乾燥剤を配置することができる。
しかも、乾燥剤層は、表示装置内部の一箇所ではなく表示装置内部全面に設置され、平坦
ではなくバンク上に盛り上げるように成膜されている。これによって、表示装置内の一箇
所に乾燥剤層が設置される場合と比較して、比表面積は格段に増加することになる。乾燥
剤層は、酸素や水の吸着に寄与する十分な表面を有することから、乾燥能力を充分に発揮
することができる。
【００４５】
　以下、本発明の具体例を説明する。
【００４６】
　（実施例１）
　基板２として、さ０．７ｍｍのガラス基板を準備し、この上に、縦横５００μｍ、厚さ
１００ｎｍのインジウム錫酸化物からなるアノード電極３を、図２に示すようにパターニ
ングした。隣接するアノード電極の間隔は、１００μｍ程度である。アノード電極は同じ
色の画素であり、それぞれ第１、第２および第３のアノード電極３ａ，３ｂおよび３ｃに
相当する。
【００４７】
　アノード電極３がパターニングされた基板２の上には、感光性のアクリル樹脂をスピン
コート法により塗布してバンク用樹脂層を形成した。アノード電極３の外周部がバンクと
約５０μｍ重なる形状となるようにパターン露光を施した後、現像処理してバンク４を形
成した。
【００４８】
　バンク４が形成された基板を１０-6ｔｏｒｒの蒸着チャンバー内に配置し、露出したア
ノード電極上に正孔注入輸送層９を形成した。具体的には、２０ｎｍの膜厚で銅フタロシ
アニン膜を形成し、その上に４０ｎｍの膜厚でナフタレンビフェニルジフェニルアミン膜
を形成した。成膜には、蒸着法を採用した。次いで、蒸着チャンバー内の真空度を維持し
たまま、この正孔注入輸送層上に発光層５として、アルミノキノリン錯体を蒸着法によっ
て積層した。
【００４９】
　発光層５上には、蒸着法によりフッ化リチウムを０．５ｎｍの厚さで堆積して、電子注
入輸送層１０を形成した。次いで、電子注入輸送層１０およびバンク４を含む全面に、ア
ルミニウムを２０ｎｍの厚さで堆積して、カソード電極６を形成した。
【００５０】
　カソード電極６に覆われた発光層５を含む発光領域をマスク７で保護し、バンク４上に
カルシウムを１μｍの厚さで蒸着して、乾燥剤層８を形成した。
【００５１】
　基板周囲に感光性の接着剤を塗布して封止部１１を設け、封止基板１２を貼り合わせた
。紫外線を照射して接着剤を光硬化させ、図１に示す有機ＥＬ表示装置を作製した。
【００５２】
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　得られた表示装置を目視、および顕微鏡観察により評価した。その結果、一週間以上経
過しても、ダークスポットなどの非発光部が形成されることはなく、発光が継続していた
。このことから、本実施例の有機ＥＬ表示装置は、長寿命で高効率であることが確認され
た。
【００５３】
　（比較例）
　上述の実施例と同様の手法により、基板２上にアノード電極、バンク４、発光層５、お
よびカソード電極６を形成して、図６に示される構造を得た。
【００５４】
　一方、ザグリ部分を有する封止基板を準備し、発光領域の外周部に炭酸カルシウムから
なる乾燥剤層１８を貼り付けた。基板２の周囲に感光性の接着剤を塗布して封止部１１を
設け、封止基板１２を貼り合わせて光硬化させ、図１０に示す有機ＥＬ表示装置を作製し
た。
【００５５】
　得られた表示装置を実施例と同様に評価したところ、数日でダークスポットなど発光領
域に非発光部が形成された。比較例の表示装置は、寿命が短く効率も低いことが確認され
た。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明の一実施形態にかかる有機ＥＬ装置の断面図。
【図２】本発明の一実施形態にかかる有機ＥＬ装置の製造工程を表わす断面図。
【図３】図２に続く工程を示す断面図。
【図４】図３に続く工程の一例を示す断面図。
【図５】図３に続く工程の他の例を示す断面図。
【図６】図４に続く工程を示す断面図。
【図７】図６に続く工程を示す断面図。
【図８】図７に続く工程を示す断面図。
【図９】図８に続く工程を示す断面図。
【図１０】比較例の有機ＥＬ表示装置の断面図。
【符号の説明】
【００５７】
　１…有機ＥＬ表示装置；　２…基板；　３…アノード電極；　４…バンク
　５…発光層；　６…カソード電極；　７…マスク；　８…乾燥剤層
　９…正孔注入輸送層；　１０…電子注入輸送層；　１１…封止部；　１２…封止基板
　１８…乾燥剤層；　２０…有機ＥＬ表示装置。
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